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Professor Geoffrey Ozin wird
, KIT Distinguished Research Fellow*

Der renommierte Materialwissenschaftler erstellt neue Strukturen photonischer Kristalle
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Geoffrey Ozin, Professor an der Fakultat fir Chemie der Universitat Toronto.
(Foto: privat)

Das Land Baden-Wirttemberg fordert einen Forschungsauf-
enthalt des Nanochemie-Pioniers Professor Geoffrey Ozin am
KIT. Gemeinsam mit Wissenschaftlern des DFG-Centrums fur
Funktionelle Nanostrukturen (CFN) arbeitet der Materialwissen-
schaftler aus Toronto an neuartigen Architekturen photoni-
scher Kristalle, die innovative optische und elektronische An-
wendungen ermdglichen. Die Fdrderung besitzt Auszeich-
nungscharakter. Daher hat das KIT Ozin den Titel ,KIT Distin-
guished Research Fellow" verliehen.

Fur den Forschungsaufenthalt stellt das Wissenschaftsministerium
des Landes im Rahmen des Programms ,Gastprofes-
sur/Auswartiges Mitglied“ insgesamt 150 000 Euro bereit; das KIT
steuert den gleichen Betrag bei. Das Forderprogramm dient dazu,
Universitaten bei der Starkung internationaler Kooperationen und
bei der Vorbereitung auf die ndchste Runde des Exzellenzwettbe-
werbs zu unterstitzen. Die geférderten Wissenschaftler missen an
einem Exzellenzvorhaben beteiligt sein.
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Drei Jahre weilt Geoffrey Ozin jeweils drei Monate am KIT. Sein
Forschungsvorhaben ist interdisziplinar angelegt und baut auf be-
stehenden Kooperationen mit Wissenschaftlern des CFN auf, bei-
spielsweise mit den Professoren Martin Wegener und Kurt Busch
(Physik), Annie Powell und Claus Feldmann (Chemie), sowie Uli
Lemmer (Elektrotechnik). Das von einem nanochemischen Ansatz
ausgehende Projekt richtet sich auf die Erforschung und Anwen-
dung von photonischen Kristallen, das heif3t Materialien mit perio-
disch angeordneten Strukturen, durch die sich Licht gezielt beein-
flussen lasst. Aufbauend auf Forschungserkenntnissen zu so ge-
nannten eingefrorenen Photonen erstellt der Materialwissenschaftler
neue Strukturen photonischer Kristalle, die beispielsweise die Ent-
wicklung effizienterer Solarzellen und Lichtquellen ermdglichen.

Geoffrey Ozin ist Professor an der Fakultat fur Chemie der Universi-
tat Toronto. Er leistet seit Uber drei Jahrzehnten wichtige Beitrdge
zur Materialchemie und Nanochemie und zahlt zur Weltspitze in
diesem Bereich. Bis jetzt veroffentlichte er mehr als 600 Artikel in
hochrangigen internationalen Zeitschriften, die insgesamt Uber
24 000 Zitationen erhielten. Seine Zusammenarbeit mit der Industrie
fuhrte zu zahlreichen Neuentwicklungen und Lizenzen. Er erhielt
zwolf Patente und reichte weitere 37 ein. Auch als akademischer
Lehrer hat er sich verdient gemacht. Fir seine Forschungsarbeiten
erhielt Ozin zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem den ,Ale-
xander von Humboldt Senior Scientist Prize* 2005, den ,Royal
Society of Chemistry Great Britain 2002 RSC Award in Materials
Chemistry“, den Titel ,ISI Highly Cited Researcher in Materials Sci-
ence" 2002 sowie aktuell den mit 500 000 kanadischen Dollar do-
tierten ,Discovery Award" der Provinz Ontario.

Das Karlsruher Institut fir Technologie (KIT) ist eine Koérper-
schaft des 6ffentlichen Rechts und staatliche Einrichtung des
Landes Baden-Wiirttemberg. Es nimmt sowohl die Mission ei-
ner Universitat als auch die Mission eines nationalen For-
schungszentrums in der Helmholtz-Gemeinschaft wahr. Das
KIT verfolgt seine Aufgaben im Wissensdreieck Forschung —
Lehre — Innovation.
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